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告されている。この特性は、InGaP/GaAs double heterojunction bipolar 
transistor(DHBT)のバンド不連続値が不安定となる原因と考えられる。これによ
り、InGaP/GaAs DHBTのオフセット電圧は理論的にはゼロであるが、実際はゼロに
ならなくなることが知られている。これはDHBTに含まれる2つの界面におけるバン
ド不連続値が異なることを示唆するものである。さらに、InGaP-on-GaAs界面と
GaAs-on-InGaP界面でのバンド不連続値が異なる結果が数多く報告されている。本
研究では、order DHBT、disorder DHBTを作製し、詳細なバンド不連続の測定を行
い、order、disorderとバンド不連続の関係、InGaP-on-GaAs界面（エミッタ・ベ
ース界面）とGaAs-on-InGaP界面（ベース・コレクタ界面）のバンド不連続値の関
係を明らかにすることを目的としている。 
本研究では、order DHBTとdisorder DHBTをMOVPE法により作製した。両DHBTの
成長条件は成長温度だけ異なり、ほぼ同じ構造を実現した。CV測定により両DHBT
のEB界面、BC界面のバンド不連続値⊿Ecを求めた。また、PL法で⊿Egを求め、⊿
Evも求めた。さらに、通常方向と逆方向のDC特性からそれぞれのオフセット電圧、
ニー電圧、電流利得βを求めた。 
高温でのCV特性、ガンメルプロットから、order DHBTのBC界面とdisorder DHBT
のBC界面の両方が劣悪であることがわかった。この結果は良質なGaAs-on-InGaP
界面を形成することは非常に困難であることを示している。このような界面の問
題はガス切換シーケンスにより改善する余地があり、BC界面での界面電荷を定量
的に考慮したときの⊿Ecを求める必要がある。 
 
